
СЕМИНАР 1  

Контакт Ме-полупроводник. Диод Шоттки 
 

Задача 1 (3 балла) 
Переход GaAs/Au  
ND = 1016 см–3.  

Рассчитать максимальное электрическое поле  
в области пространственного заряда  

при внешнем напряжении U = 0 В 

ФAu = 4,7 эВ,  = 4,07 эВ, Eg = 1,43 эВ,  

 = 8500 см2/(Вс), ni = 1,1  107 см–3,  = 10,9 
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